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увеличения r от 300 до 450 нм в структуре Cr/Si/Cr наблюдается незначительное увеличение пика по-
глощения с 55,7 до 56,9 %, а в структуре Cr/CrSi2 /Cr – с 42,8 до 43,5 %. Дальнейший рост r от 450 
до 530 нм сопровождается небольшим падением максимума поглощения – с 56,9 до 55,3 % в структу-
ре Cr/Si/Cr и с 43,5 до 42,5 % в структуре Cr/CrSi2 /Cr. Ширина на полувысоте для структуры Cr/Si/Cr 
изменяется от 2,2 мкм (r = 300 нм) до 4,7 мкм (r = 530 нм), для структуры Cr/CrSi2 /Cr – от 2,8 мкм 
(r = 300 нм) до 5,9 мкм (r = 530 нм). Мы предполагаем, что подобная зависимость пика поглощения от 
радиуса островков (см. рис. 3, в) обусловлена возникновением в таких структурах явления плазмонного 
резонанса. Следует отметить, что увеличение радиуса островков при неизменном периоде ведет к умень-
шению расстояния между ними. Это, в свою очередь, приводит к взаимодействию между плазмонами, 
возникающими в соседних островках. Можно предположить, что именно в результате такого взаимо-
действия происходит уменьшение интенсивности пика поглощения для структур с радиусом островков 
свыше 450 нм [2; 6]. Более детально влияние взаимодействия плазмонов соседних островков на уро-
вень поглощения структуры будет рассмотрено в дальнейших работах. Помимо этого, увеличение ра-
диуса островков сопровождается увеличением длины волны (см. рис. 3, г), на которую приходится пик 
коэффициента поглощения, что означает уменьшение частоты плазмонного резонанса. Рост r от 300 
до 530 нм вызывает смещение пика поглощения по длине волны с 5,3 на 10,5 мкм и с 7,1 на 13,9 мкм 
в структурах Cr/Si/Cr и Cr/CrSi2 /Cr соответственно.

Рис. 3. Спектральные зависимости коэффициента поглощения структур Cr/Si/Cr (а)  
и Cr/CrSi2 /Cr (б ) с различными радиусами островков, а также зависимость высоты (в)  

и положения (г) пика коэффициента поглощения от радиуса островков
Fig. 3. Spectral dependences of the absorption coefficient of Cr/Si/Cr (a)  

and Cr/CrSi2 /Cr (b) structures with different island radii, dependence  
of the absorption coefficient peak height (c) and position (d ) on the island radius


